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[背景と目的]ウルツ鉱型 MgSnN2 は新規の三

元系疑似 III-V 族窒化物半導体ある[1]。これま

で報告された実験的研究では、主に結晶構造と

バンドギャップに焦点が当てられてきた[2-5]。

一方、キャリア輸送特性や有効質量などの物性

は未知のままである。MgSnN2薄膜は高い伝導

電子濃度(> 1020 cm-3)が容易に得られる特徴が

ある[5]。そこで本研究では、この特徴を利用し、

赤外領域の透過・反射スペクトルから伝導帯の

有効質量(mc
*)を推定した。 

[結果と考察] 反応性の共スパッタによってイ

ットリア安定化ジルコニア (YSZ)単結晶の

(111)面上に Mg0.77Sn1.23N2 薄膜を 300℃でエピ

タキシャル成長させた。 

Mg0.77Sn1.23N2 エピ膜は n 型の金属伝導性を

示した。Fig. 1 に示す通り、電子濃度(ne ≈ 1021 

cm-3)、移動度(μ ≈ 5 cm2V-1s-1)ともに温度依存性

がほとんどなく、キャリアは縮退していること

がわかった。 

 Fig. 2に，Mg0.77Sn1.23N2エピ膜の赤外透過・

反射率スペクトルを示す。これらのスペクトル

には、典型的な自由電子吸収/反射が見られ、縮

退半導体であることに合致する。mc*値を決定

するために、Drude誘電関数を用いて透過・反

射率のスペクトルをフィッティング解析した。

Drude 誘電関数は実験で得られたスペクトル

をよく再現できることを確認した。フィッティ

ング解析の結果、mc
* = (0.56 ± 0.05)m0であると

推定できた(m0は自由電子の質量)。ここで得ら

れた値は、理論計算による予測値 (mc
* = 

0.69m0)[6]と同程度であった。 

当日は、Mg/Sn比の異なる Mg1+xSn1-xN2の有

効質量やバンドギャップについても議論する。 
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Fig.2 Mg0.77Sn1.23N2の赤外透過率(T)と反射率(R)スペクトル．丸印

は実験値、実線は Drudeモデルを用いたベストフィットカーブ． 

Fig.1. Mg0.77Sn1.23N2エピ膜の電子密度と移動度の温度依存性 
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